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１．概要（Summary） 

MEMS 電極作製において、シリコン基板に形成した深

堀りトレンチを金で埋め込んだデバイスのプロセス確立が

求められている。今回、絶縁膜である SiO2、および金メッ

キのシード層として Ru の成膜が ALD により行うことがで

きた。高アスペクト比のトレンチ内にコンフォーマルな成膜

が行えたことで、その後トレンチ埋め込みのAu電解メッキ

が可能となることが確認できた。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

原子層堆積装置[FlexAL] 

 

【実験方法】 

100 m厚のシリコン基板に幅 10 mのパターンを電

子線描画装置でレジストパターンを作製し、DRIE によっ

て貫通トレンチ構造を作製した。このサンプルにプラズマ

ALD 法を用いて SiO2 (20 nm)を成膜し、その上に TiN 

(5 nm) の後、Ru (20 nm)を成膜した。その後 Ru層をシ

ード層とした金の電解メッキを行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Ruをシード層とした金の電解メッキで貫通トレンチの埋

め戻しを行った。メッキ後の断面 SEM写真を Fig. 1に示

す。高アスペクト比のトレンチ内で金メッキ膜が均一に成

長しており、Ru膜がコンフォーマルに成膜できているため

と考えられる。 

課題としては、Ru 成膜の不安定さが残る。本件の

MEMS 電極では絶縁層として SiO2 層を成膜し、その上

にRuの成膜を行っているが、SiO2からの連続成膜はRu

が成膜されていないことがあった。現在は SiO2 後に取り

出し、Ruのプレデポを行っているが、時々Ruが酸化され、

RuOx となっている事例が見られている。ルテニウムは酸

化膜となっても導電体であるため、金の埋め込みメッキは

可能であった。ただし、電気抵抗は一桁高くなるため、そ

のことを盛り込んだ条件出しが必要となる。 

     

Fig. 1 Cross section SEM image after gold 

electroplating in trenches.  
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